
  
 

 

低成本非隔离 PWM 控制器 

产品概述   

  

  

  

  

VDD 欠压保护 

前沿消隐 WT3331是一款低成本高精度的非隔离PWM 

控制器，内部集成500V高压MOSFET以及高压启 

动电路，适用于90Vac~265Vac全电压输入的非隔 

离电源，如降压或升降压电路。 

输出过载保护 

过流保护 

WT3331外围精简，默认 5V 输出，无需峰 

值电流检测电阻和环路补偿电容。芯片内部集成 

软启动功能，能够在启动阶段减小器件的应力， 

防止变压器饱和，此外，具有完整的保护功能， 

包括：VDD 欠压保护，输出过载保护，逐周期 

限流，过温保护等。 

过温保护 

典型应用 

  

  

小家电 

WT3331采用SOT-23-3L封装。 
非隔离辅助电源 

主要特点 

  

  

  

  

  

高压启动 

内置 500V 高压 MOSFET 

输出电压固定为 5V 

软启动 

引出端排列 

低工作电流 

引出端功能 

管脚序号 管脚名称 描述 

1 

2 

3 

DRAIN 

VDD 

功率 MOSFET 漏极 

供电电源和输出电压反馈脚 

GND 功率 MOSFET 源极和控制电路的参考地 
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产品选型 

产品型号 

WT3331 

输入电压 典型功率 漏源电压 内阻 

90-265VAC 5V 130mA 500V 18.5Ω 

备注： 

典型功率在密闭环境 45℃环境下测试, 系统输出额定电流建议不超过推荐电流。 

电路结构方框图 
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极限参数 

参数 符号 额定值 单位 

VDD 电压 

漏端电压 

VDD 

VDRAIN 

TJ 

7 V 

V -0.3~500 

+150 工作结温 ℃ 

℃ 

℃ 

V 

工作温度范围 

贮存温度范围 

Tamb 

TSTG 

ESD 

-20~+85 

-55~+150 

 2000 人体模式 ESD 能力 

电特性参数(内置 MOSFET 部分，无特别说明情况下 TA= 25℃) 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

漏源击穿电压 BVDSS ID=50µA 

ID=0.05A 

500 570 

15 

V 

静态漏源导通电阻 RDS(ON) 11.5 18.5   

电特性参数(无特别说明情况下，V =18V,T = 25℃) DD A 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

工作电压 

VDD 静态电流 

VDD 启动阈值电压 

VDD 欠压保护阈值电压 

VDD 反馈基准电压 

VDD 箝位电压 

IVDD0 0.2 

4.9 

4.4 

5.3 

6.2 

mA 

V VDD(on) 

VDD(OFF) 

VDD(REF) 

4.6 

4.0 

5.2 

6 

5.2 

4.8 

5.4 

6.4 

V 

V 

VDD(CLAMP) V 

高压启动 

充电电流 IHVC 

IHVS 

VDD=0V,VDRAIN=500V 

VDD=6V, VDRAIN=500V 

1.2 

3 

mA 

µA 关断漏电流 

工作频率 

正常工作的开关频率 

频率抖动范围 

fSW1 

FD 

27 30 

5 

33 KHz 

% 

最大占空比 DMAX 

TOLP 

24 25 26 % 

过载保护检测延时 122 135 148 ms 

峰值限流 

峰值限制点 

电流采样关断延迟 

前沿消隐时间 

IPKLIM 

td 

0.22 0.25 

100 

300 

0.28 A 

ns 

ns tLEB 
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WT3331 

软启动时间 tSS 4 ms 

过温保护 

温保检测点 

温保迟滞 

℃ 

℃ 

TSD 150 

20 THYS 

功能描述 WT3331 在软启动时间 4ms 内，限制功率管 

MOSFET 的 DRAIN 端最大峰值电流，使其逐步提 

高，从而大大减小器件的应力，防止变压器饱和。 
WT3331 是一款低成本高精度的非隔离 

PWM 控制器，内部集成 500V 高压 MOSFET 以及 

高压启动电路，适用于 90Vac~265Vac 全电压输 

入的非隔离电源，如降压或升降压电路。 

  过流保护和峰值电流调节 

WT3331 的最大峰值电流由内部设定，当检 

测到功率管电流大于 0.25A 时，功率 MOS 关断， 

当负载降低到一定程度，IC 自动降低峰值电流基 

准，从而降低系统损耗。 

  高压启动和欠压保护 

WT3331 内置高压启动电路,启动时，输入电 

压从 DRAIN 端通过内置高压启动恒流源，对 VDD 

端外置电容进行充电，充电电流为 1.2mA，使得 

VDD 电压上升，当升至启动电压 4.9V 时，芯片 

开始正常工作，并将高压启动恒流源关断，停止 

对 VDD 电容充电，当 VDD 电压降至欠压保护点 

  前沿消隐 

由于 WT3331 的 DRAIN 端存在寄生电容，这 

会导致功率管 MOSFET 在开通的瞬间存在较大 

的峰值电流，如果采样到该信号，电路就会进入 

过流保护状态。为了防止这个误触发，芯片设置 

在功率管 MOSFET 开通一段消隐时间 300ns 后再 

进行采样。 

4.4V，高压启动恒流源重新打开，为 VDD 电容 

充电，以上动作不断重复，可在系统启动或处于 

保护状态时实现 VDD 自供电。输出电压建立后， 

转由电感电压通过二极管对 VDD 进行供电。 
  输出短路和过载保护 

当输出短路或过载时，VDD 降低，若 WT3331 
  恒压控制 

在 135mS 内都以 30kHz 的最高频率工作，则进 

入保护状态并重启，保护期间 VDD 电压在启动 

阈值 4.9V 和欠压阈值 4.4V 之间波动，重启间隔 

时间由 VDD 电容决定，VDD 电容越大，重启间 

隔时间越长。 

WT3331 通过 VDD 脚检测 VOUT 的变化，IC 

内部产生一个 30kHz 固定频率的方波，在每个周 

期的上升沿，若 VDD 电压小于反馈基准电压， 

则控制功率 MOS 开通。当负载较轻时，VOUT 

变大，则 MOS 关断时间会自动延长，从而降低 

系统工作频率，使 VOUT 上升，使输出保持恒定， 

VOUT 电压近似等于 VDD 两端电压。 

  过热保护 

WT3331 检测到温度达到过温保护点 150°C 

时关断开关，当检测到温度下降了 20°C 时重新 
  软启动 

打开开关。 
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WT3331 

典型应用线路图 
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封装外形及尺寸图 

SOT-23-3L 
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